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Abstract (en)
Method for producing a supporting substrate for a linear potentiometer and supporting substrate produced in accordance with the method, on which
substrate a collector track and/or resistance track is applied preferably in the form of conductive plastic layers. At least one silver-plated stranded
copper wire is drawn into the synthetic resin section of the supporting substrate directly during its production, preferably together with glass fibre
bundles reinforcing this section, in such a manner that this stranded wire is used for supplying the potentiometer voltage to the facing-away end
of the resistance track over the length of the linear potentiometer, in which arrangement, furthermore, a further silver-plated stranded copper wire
can be placed underneath the collector track area. The embedded stranded copper wires form a smooth transition to the adjoining section parts.
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Abstract (de)
Verfahren zur Herstellung eines Tragersubstrats (10) bei Linearpotentiometern und nach dem Verfahren hergestelltes Tragersubstrat (10), auf
welchem, vorzugsweise in Form von Leitplastikschichten Kollektorbahn und/oder Widerstandsbahn aufgebracht ist. In das Kunstharzprofil des
Tragersubstrats ist unmittelbar bei dessen Herstellung vorzugsweise zusammen mit dieses Profil verstérkenden Glasfaserbiindeln mindestens eine
versilberte Kupferlitze (12) so eingezogen, daB diese der Zufihrung der Potentiometerspannung zum abgewandten Ende der Widerstandsbahn
Uber die Lange des Linearpotis dient, wobei ferner dem Kollektorbahnbereich eine weitere versilberte Kupferlitze (12a) unterlegt sein kann. Die
eingelagerten Kupferlitzen bilden einen glatten Ubergang zu den angrenzenden Profilteilen.
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